Nanofios e nanotubos semicondutores revelam-se materiais promissores para a miniaturizagdo da optoeletronica. A descoberta
dos nanotubos de carbono (NTC) inspirou a pesquisa em varias disciplinas. Pesquisadores de diversas areas de conhecimento
vém investigando propriedades dos NTCs e suas possiveis aplicagdes em dispositivos eletronicos. Um obstaculo tanto para a
pesquisa quanto para aplicacdes com NTCs ¢ a sua manipulagdo. Até o momento um dos métodos mais utilizados ¢ a
deposicao via dieletroforese. Usando-se a técnica de dieletroforese, implementada no CCS-UNICAMP, foram preparadas
amostras para medidas de transporte eletronico. As curvas I-V das amostras foram adquiridas. Tais amostras serdo montadas
no implantador de fons do IF-UFRGS e serdo irradiadas com protons. E de uso comum na indistria de microeletronica a
implantagdo i6nica para mudanga das caracteristicas elétricas e isolagdo de dispositivos, porém sdo desconhecidos tais efeitos
sobre nano-estruturas de nanotubos de carbono. Medidas in-situ da variagdo da resisténcia com a acumulagdo da dose de
implantacdo poderiam revelar os mecanismos de condugdo, devido & introdugdo de defeitos na estrutura dos nanotubos. O
objetivo deste trabalho ¢é a preparagdo e implementagdo destas medias, bem como a analise dos resultados. Este trabalho atrai
grande interesse académico, com a possibilidade de contribuir para os modelos de criagdo dos defeitos eletricamente ativos em
NTC, e para a engenharia de defeitos em dispositivos eletronicos reais.



